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Investigadores de la Universidad Complutense y del CSIC
desarrollan una nueva estrategia de nanotecnologia
para futuros dispositivos electronicos

e El trabajo, desarrollado por el departamento de Fisica de Materiales de la
UCM vy del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC),
aprovecha un conocido efecto cuantico para alcanzar un mayor control del
transporte de los electrones a través de una pared de dominio ferroeléctrica.

e Lainvestigacion ha sido publicado en la revista Nature Nanotechnology

Madrid, 24 de abril de 2017.- Un grupo de cientificos dirigidos por Jacobo Santamaria,
profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha dado recientemente un importante
paso fabricando uniones tunel multiferroicas donde dos laminas de un metal magnético
(Lag7Sro3MnOs) separados por una delgadisima capa de material ferroeléctrico (BaTiO3), de
tan sélo unos nandmetros de espesor, forman en su interior un tipo de pared de dominio
caracterizada por presentar una carga eléctrica positiva de polarizacion.

Gracias a las propiedades de esta particular pared de dominio, los investigadores de la UCM
han podido detectar que esa corriente eléctrica interna presenta fuertes oscilaciones de
origen cudntico, en funcién del voltaje aplicado. Los resultados obtenidos permiten
vislumbrar la oportunidad de desarrollar innovadoras aplicaciones en futuros
nanodispositivos basados en las paredes de dominio ferroeléctricas, en particular en
campos emergentes de computacion avanzada y tecnologias cuanticas.

Para poder continuar durante las proximas décadas con el vertiginoso ritmo de aumento,
caracterizado por la denominada “ley de Moore”, en la capacidad de almacenamiento de
memoria y en la velocidad de computaciéon desarrolladas durante los ultimos 50 afios, los
cientificos buscan actualmente alternativas a la electrénica convencional basada en
semiconductores como el silicio. Gracias al progreso de la nanotecnologia, la fabricacién de
dispositivos con tamafos de unos pocos nandmetros es cada vez mas facil, y ofrece la
posibilidad de explorar fendmenos fisicos de naturaleza cuantica hasta ahora inaccesibles, y
que abren la puerta a dichas alternativas tecnoldgicas.

Entre estas alternativas estd la utilizacion de las “paredes de dominio” existentes en los
materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos se caracterizan porque se
imanan espontaneamente y su imanacién se orienta utilizando un campo magnético;
mientras que en los ferroeléctricos, la orientacién de la polarizacién se lleva a cabo por
campo eléctrico. Si los campos eléctricos o magnéticos no son lo suficientemente altos
aparecen en el material regiones o dominios con orientaciones diferentes para la polarizacion
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o imanacidn. Recientemente se ha desarrollado memorias magnéticas (“race-track memory”)
que explotan las funcionalidades de las fronteras entre dominios magnéticos.

En los ferroeléctricos, las paredes de dominio que separan los diferentes dominios tienen un
espesor incluso menor a un nanémetro y pueden desplazarse a gran velocidad mediante el
uso de campos eléctricos adecuados, por lo que seria muy interesante su control preciso para
fabricar dispositivos mas pequefios y mas rapidos que los actuales. Las paredes de dominio
ferroeléctricas podrian ser utilizadas como elementos activos en dispositivos electrénicos y
espintrénicos ultrarrapidos de nueva generacién tales como memorias no volatiles o puertas
Iégicas, e incluso en nuevos dispositivos para producir energia.

El trabajo se ha realizado en colaboracion entre la UCM y el ICMM-CSIC a través de la
Unidad Asociada ‘Laboratorio de heteroestructuras con aplicaciéon en Espintronica’.
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